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EJERCICIO 1 (1.5 puntos)

Sea un bloque de un material semiconductor base de Germanio. Calcule la concentraciéon de
portadores, la posicion del nivel de Fermi y la conductividad a temperatura ambiente (300 K):
a) Para el caso intrinseco.
b) Con un dopaje homogéneo de impurezas donadoras Np = 1016 cm-3.
(0.5 puntos)

Al bloque ya dopado con impurezas donadoras del apartado b), se le incluye ademds un dopaje
con impurezas aceptadoras: Calcule el dopaje necesario (Na) para que el bloque tenga:

c) lamisma conductividad que el caso a).

d) la misma conductividad que el caso b).
(0.5 puntos)

Describa, justificando su respuesta, si los siguientes pardmetros dependen de la temperatura:
1) Concentracion de electrones y huecos del caso b)
2) Nivel de Fermi del caso a)
3) Nivel de Fermi del caso b)
4) Conductividad del caso a)
5) Conductividad del caso b)
(0.5 puntos)

Datos:
N¢=1.02 x 101 cm=3, Ny =5.64 x 1018 cm=3, E; = 0.67 eV
tn = 3900 cm?/(Vs), up = 1820 cm?/(Vs)
q=161019C k=86.2x10°¢eV/K

Nota: Considerar que estos datos no dependen de la temperatura

EJERCICIO 2 (2 puntos)
Dado el siguiente circuito, calcule el valor del voltaje V, para una V; que varia entre (—oo, ).
Suponga el siguiente modelo lineal para los diodos:

e Latension en directa de todos los diodos es V, = 0.7 V.
e Los diodos zener tiene una tension de ruptura de |V,| =3.3 V.
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EJERCICIO 3 (1 punto)

Sea el siguiente circuito basado en un transistor B]T, un diodo convencional y un diodo zener.

!
Datos: [T]lK y¥Yb

Transistor NPN:
Vee=0.6V; =10

Diodo:
Vy =0.7 V, Imax = 200 mA VE ]

Diodo Zener:
Vy = 0.8 V, VZ = 3,4‘ V, Imin = 11 mA, Pmax = 1 W

1 ks
I

—

R2 ~
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Calcule:
a) VE minima para que el diodo zener trabaje correctamente en zona de ruptura.
(0.5 puntos)
b) VE maxima para que el diodo no supere su corriente maxima. Compruebe que no se
supera la potencia maxima del diodo zener. (0.5 puntos)

EJERCICIO 4 (2 puntos)

Sea el siguiente circuito basado en dos transistores NMOS donde todos los condensadores son
de desacoplo.

Vop =12V, Vs fuente de tensién alterna
R1=1.2kQ,R2=2.4k0O, R3 =1k, Rs=500 Q, R, = 3 kQ,
K=20pA/V2, W/L; =20, W/L2 =40, V1 = V12 = 1V

a) Calcular el punto de polarizacion. (0.75 puntos)
b) Representar el modelo de pequefia sefial del circuito. (0.25 puntos)
c) Obtener la ganancia (A = Vo/Vs) del circuito en pequefia sefial. (0.5 puntos)

w
8m = ZKIIDQ

d) Calcular la resistencia R; minima y maxima para poder aplicar el modelo de pequeia
sefial. (0.5 puntos)
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EJERCICIO5 (1 punto)

Dado el circuito de la figura:

R2
120K 220K
—— ed
15K _ 1111% 3%11(
+ I 1 > L
V1 __r + Vol T Vo2 + =T + -
N K] (O

Sea:V1=1V, V2=300mV.

a) Calcular el valor de IL (0.5 puntos)
b) Calcular el valor de V2 para que IL =0 (0.5 puntos)

EJERCICIO 6 (1 punto)

Simplifique la siguiente funcion, expresando dicha simplificacion como suma de minitérminos.
Represente la funcion simplificada con s6lo puertas NOR.
Nota: Considere d(4,14) como indiferencias en las posiciones 4 y 14.

f(A,B,C,D) = 1_[ M(0,1,2,3,5,7,9,13,15) + d(4,14)
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EJERCICIO 7 (1 punto)
Sea:
f=la-(a+b)]+a
g = (c+ba)®a

a) Utilizando las propiedades del algebra de Boole: (0.4 puntos)
» simplifique la funcién f
* demuestre que la funcion g se puede simplificar como g = acb + ac
b) Complete la tabla verdad de la funcién Vo, considerando como variables de entrada a, b
y c. (0.3 puntos)
c) Calcule dicha funcién légica (Vo(a, b, c)). (0.3 puntos)

CUESTION 1 (0.5 puntos)

Sean:
A= +120 en decimal con representacion en binario igual a A=1111000
B=+35 en decimal con representacion en binario igual a B=100011

Realice la operaciéon -A-B en complemento a 2 con 8 bits. Especifique el resultado de la
operacion en complemento a 2. Al pasar el resultado obtenido en complemento a 2 a decimal,
(coincide dicho resultado con -155? ;Por qué?




